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従来の n 型 4H-SiC のオーミックコンタクト形成技術では、1000 ℃以上の高温アニールを必要

とするため[1,2]、電極部以外へ熱ダメージを与えてしまうことが問題である。そこで我々は、n 型

4H-SiC 上 Ni 電極の界面にフェムト秒レーザ光を SiC 側から照射し、Ni/SiC 界面に改質を生じさ

せることで、高温アニールなしのオーミックコンタクト形成プロセスを確立することを目的とし

ている。本研究では、Ni/SiC 界面にフェムト秒レーザ光を照射し、作製した Ni 電極の電気伝導特

性評価を行った。 

 TanKeBlue 社製 n 型 4H-SiC ウエハを 10 mm×6 mm にダ

イシングソーでカットした試料にアセトン、メタノール、純

水で有機洗浄した。その後、フッ酸処理を行い、フォトリゾ

グラフィを経て、電子線蒸着装置で Ni(100 nm)を蒸着し、ア

セトンでリフトオフした。この試料に、チタンサファイア再

生増幅器(Spectra Physics, spitfire, 800 nm, 1 kHz )のフェムト

秒レーザ光を照射した。レーザ光照射の模式図を Fig.1 に示

す。フェムト秒レーザ光は、4H-SiC 基板を透過し、Ni/SiC

の界面に焦点を合わせて照射することで、Fig.1 のように走

査した。その後、二探針法による電気伝導特性評価を行っ

た。 

Fig.2 にフェムト秒レーザ光を走査速度 5 µm/s、照射フル

エンス 1.5~2.0 J/cm2で照射した試料の電気伝導特性を示す。

未照射部に比べてフェムト秒レーザ光を照射した電極では

電気伝導特性が改善し、オーミック特性を示していること

が分かる。フェムト秒レーザ光を Ni/SiC 界面に照射するこ

とによって、SiC 結晶中に欠陥が生じる。Ni 原子は欠陥の

生じた SiC 結晶中に拡散して結合し[3]、ニッケルシリサイ

ドが形成される。このニッケルシリサイドの形成によって、

電気伝導特性がオーミック特性になったと考えられる。 
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Fig. 1 Schematic of fs-laser irradiation. 

Fig. 2 Fluence dependence 

of I-V characteristics. 
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